
注.   产品的型号中没有标明“G3VM”。

SOP8 1a1b

＊负载电压（最大）：表示峰值AC、DC。
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（注1）：测量输入输出间的耐压时，分别对LED针脚、
         受光侧针脚统一地施加电压。
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（注2）：动作·复位时间
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COFF 65 (1a)V=0、f=1MHz
(1b)V=0、f=1MHz、IF=5mA
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G3VM-355JR MOS FET
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为了保证继电器的正确动作和复位，请在以下条件下使用。
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G3VM-355JR MOS FET
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·「共通注意事项」请参考相关页。
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